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要約 【利用分野】

半導体装置の製造方法、または、半導体エッチングプロセスにおける計測方法

に関するもの。

【発明の内容】

基板にマスク材を残した状態でのエッチングステップと保護膜堆積ステップと

を繰り返すことによりトレンチを掘り下げていくに際し、トレンチの底面およ

び側壁面の保護膜が除去されたそれぞれのタイミングを正確に把握する。その

ために、エッチングステップの前後に、プラズマ生成用の放電を止めて、導入

ガスを各ステップに応じたガスに完全に置換して反応チャンバ１０内の圧力を

所定の値に設定し、かつ、当該放電が止まっている間にプロセスパラメータの

設定値を各ステップに応じた値に設定する切替ステップを設ける。そして、切

替ステップの後のエッチングステップでは、保護膜２５のエッチングプロセス

の進行を反映する特徴的な発光ピーク波長の強度変化を発光分光器１５によっ

てモニタし、モニタした波形から、トレンチ２４の底面および側壁面に堆積し

た保護膜２５が除去されたタイミングをそれぞれ把握する。
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